Tato prace studuje metodou STM vsechny faze rlstu, které se vyskytuji v priibéhu postupného
Zihani substratu SiC(0001), a které vedou ke vzniku hrani¢ni vrstvy a jednovrstevného grafénu.
Je zde prokéazano, ze rlst hrani¢ni vrstvy je zplsoben sluGovanim grafénovych nanobublinek,

které vznikaji v disledku odpafovani Si ze substratu a Ze tento proces U¢inné soutézi s tvorbou

malo probadané faze 5V3x5v3 pro kterou jsme nasli atomarni model.

Studovali jsme grafén zaroven nc-AFM a STM. Touto technikou se nam podafilo zvlast urcit
topografické a elektronické vlastnosti povrchu grafénu na SiC(0001). Analyza odhalila, Ze
drsnost grafénu ziskana z map atomarni sily je velmi nizk&, v souladu s teoretickymi

predpovedmi.

Déle jsme vyvinuli metodu pfipravy vysoce kvalitniho grafénu na SiC(0001) dopovaneho
pfimésemi B a N. Kombinace experimentalnich (STM, nc-AFM, XPS, NEXAFS) a teoretickych
(DFT a simulace STM) metod umoZznila zjistit strukturalni, chemické a elektronické vlastnosti
jednotlivych substituénich pfimési v grafénu. Ukazujeme, Ze i pouhym STM lze dosahnout
chemického rozliSeni pfimési B a N diky kvantové interferenénimu jevu, ktery nastava v
disledku specifické elektronové struktury primési N. Chemicka reaktivita pfimési B a N byla
zkoumana spektroskopii sil pomoci nc-AFM.



